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و ترانزیستور اثر میدانی  یتک الکترون یستورترانز مقایسه توانمندی ها و محدودیت های 

 مبدلهای توان در ابعاد نانوبر نانولوله کربنی به منظور بکارگیری در  مبتنی
 ، زهرا حسینی*یقنبر یمورت

  یرازدانشگاه ش ین،نو هاییدانشکده فناور
 

                                              
1
 Carbon Nanotube Based Field-Effect-Transistor 

2
 Single Electron Transistor 

                                              
3
 Complementary Metal-oxide Semiconductor 

4
 Mean Free Path 

 چکیده
( گزینهه ههای منایهبی بهرای     و ترانزیستورهای اثر میدانی مبتنی بر نانولوله های کربنی )( ) یتک الکترون یستورترانز

در نانومبدلهای پردازش توان می باشند. قابلیت کوچک یازی در ابعاد نهانو، فرکهانک کلیهدزنی بها  و      جایگزینی تکنولوژی 
تلفات هدایتی و کلیدزنی پایین برخی از ویژگیهای بارز آنها در این کاربرد ایت. این دو گزینه برای بکارگیری بعنوان کلیهد   همچنین

ههای مههم    مشخصهه دارای نقاط قوت و ضعفی نسبت به هم هستند که در این تحقیق مورد بحث قرار می گیرند. مقایسه بر مبنای 
همانند یرعت کلیدزنی، تلفات هدایتی و کلیدزنی، کنتهر  پهریری، قابلیهت     ی شناخته شدهکلید فرکانک با بعنوان یک  

  می گیرد.اعتماد در شرایط کاری مختلف و پارامترهای مختلف الکتریکی صورت 
ازش توانتک الکترونی، ترانزیستورهای اثر میدانی مبتنی بر نانولوله های کربنی، کلید زنی، پرد یستورترانز واژه های کلیدی:

ghanbarih@shirazu.ac.ir :ایمیل نویسنده مسئول 

 98/66/31تاریخ چاپ:    65/66/6931تاریخ پذیرش:    52/80/6931تاریخ دریافت: 
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 Schottky Barrier FET 
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1
 Transconductance  
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